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1.研究背景

透明導電膜(TCO)は様々なデバイスに用いられ

ており、低価格化が求められており、そこで安価

な酸化亜鉛(ZnO)が注目されている。

本研究では、大気圧で成膜可能なミストCVD法

[1]を用いて低温でGaドープZnO薄膜を形成する

ことを目的としている。低温成膜の実現により、

ポリエチレンテレフタレート(PET)等のプラスチ

ックフィルムにZnO膜を形成することが出来きる

ため、TCOの顕著な低価格化につながると期待さ

れる。

2.実験方法

ZnO薄膜はミストCVD法を用いて作製した。基

板にはガラスを用いており、基板温度は300℃であ

る。キャリアガスにはN2を用いており、流量は

3L/minである。溶液は Zn(acac)2、0.1mol/LとGa

のドープ源としてGa(acac)3、3×10-4mol/Lを水とメ

タノールの混合溶液に溶解し作製した。本実験で

は溶媒である水とメタノールの混合比を変化させ

試料を作製し、評価を行った。

3.実験結果と考察

測定した抵抗率の結果を図1に示す。水50%

の条件において 0.94Ωcmの抵抗率が得られた。

また、このグラフから水の濃度増加に伴い、抵抗

率の低下が見られた。

次に高抵抗率である水2%の試料と、低抵抗率で

ある水 50%の試料のSEM画像をそれぞれ図 2(a)、

図2(b)に示す。水 2%の条件では表面に亀裂が入っ

ており、水50％には見られない。抵抗率が高い領

域ではこの亀裂が高抵抗の原因と考えられる。

4.結論

本実験は溶媒中の水とメタノールの混合比を変

化させ、ミストCVDでZnOの成膜を行った。そ

の結果、水の比率が増加するとともに抵抗率の減

少が見られ、大気圧、300℃で水 50%の試料で0.94

Ωcmの抵抗率が得られた。

[1]T.Shirahata,et.al,ThinSolidFilms 597 (2015) 30–38.
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Fig.1 Resistance of films

Fig.2 SEM images of films
(a)H2O : CH3OH[%] = 2 : 98[%]
(b)H2O : CH3OH[%] = 50 : 50[%]
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